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Baxilan isda Cuyln;S, monokristalinda kegiricilik mexanizmini aydin-

lasdirmaq iicin 40+3x10" Hs tezlik intervalinda elextrikkeciriciliyinin tezlix-

don asiiigr tahlil olunmusdur. Ol¢ii aparmaq ii¢iin lazim olan niimunalor boyiix
monokristaldan kasilmaokx yolu ilo alinmigdir. Baxilan maddalarin layvari quru-
lusa malix olmast asanliqla istanilon qalinligda va istanilon oOl¢iide niimuna ha-
zirlamaga imkan verir. Tazo Kosilmis niimunalarin sathina giumiis elextrod ¢oki-
loarax, 30 V-a qadar garginlix tatbiq edilmis va volt-amper xaraxteristikasi ¢ixa-
rilmigdir. Milayyon edilmisdir ki, baxilan oblastda Om qanunu dédanilir.

Cu;ln;S, kristals A; BISII CXI - tip yarimgegirici birlegsmslor qru-
puna daxildir. Rentqgenoqrafix tehlil neticesinde miueyyen olunmusdur
ki, CugIn;S, monoxklin struktura malikdir ve  parametrlori
a=6,60A", b=691A" ¢c=812A°, z=1—dir [1,2].

Elektrikkegiriciliyinin temperaturdan ve tezlikden asililiga
5x10% +3x107 Hs tezlix intervalinda BM3//G xiimmetrininden istifade

etmoxlo rezonans metodu ilo, 40+10*Hs tezlix intervalinda iso E8-2
deyigen cereyan xorpusu ile tedqiq olunmusdur. Tetbiq olunan gerginlix
5V-dan boyur olmamigdir. Kimmetrle 6l¢ms apardiqda xeta 5%, dayi-
gon cereyan KOrpusu ile 6lgme apardiqda ise 2% tertibinde olmusdur.
Soxkil 1-de CuslngS, birlesmesinin elextrikkegiriciliyinin tezlikden asili-
l1ig1 verilmisdir.Olgmelor zamani temperatur 1 K deqiqliyi ile sabit sax-

lanilmigdir. 82 K-de ve 107 +10"Hs tezlix intervalinda Kegiriciliyin
temperatur asililig1 agagidaxi qanuna tabe olur:

G6=0, »%® 1)
Bu ifadede 0, kemiyyeti niumunslerin temperaturundan ve

migavimetinden, basga so6zle xompensasiya derecesinden asilidir.

Temperatur yuxssldikce keciriciliyin tezlikden asililigi zeifleyir
ve mueyyen tezlik oblastinda sabit gqiymete yaxinlasir (sekil 2). Ona gore
(1) ifadesini imumi sekilde agsagidari ximi yazmaq olar:

o= GO(OS (2)
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Cu;In;S, numunesi

tgun temperatur oblastindan asili olaraq S
0,2+0,80 arasinda deyisir. Temperatur yurseldirde (1) asililifzs daha

kicik intervalda odenir (sekil 1).

] ] i i ' i 1 t I 1 N J
4,5 55 &.5

ZO(Q;& 5.
Sexil 1. CuzInS, monokristalinin xiisusi xegiriciliyinin tezlikden asililigi.
T, K: 1-82; 2-297; 3-400.
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Sekil 2. 600 K-do Cuyln;S, monokristalinin xiisusi kegiriciliyinin
tezlikdon asililigi.

9goer cerayan Kegirici zonadaxki elektronlar ve ya valent zonasin-

dax1 desiklor vasitesile yaranirsa, keciriciliyin tezlikden asililigi Drude
formulu ile xaraxterizs olunur [3]:
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Burada N-vahid hecmdexki serbest elektronlarin sayi, m-elektronlarin ef-
fextiv xutlesi, T-relaksasiya muddetidir. ®’1t” <1 intervalinda Kegirici-
lix tezlikdon asili olmur. Relaksasiya miiddeti ¢ox ki¢ix (10'° san) ol-

dugundan, ®< 10°Hs tezlixlorinde zona keciriciliyi tezlikden asili deyil

vo (3) avezine agsagidaxi ifade alinir.
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Burada NC(V)-Regirici ve ya valent zonadaxi hallarin sixligi,

Inc= A+;1n(NC N, )-qlnT-

Ego -0 K-de gadagan olunmus zolagin eni, q-yiikdasiyicilarin yurukluayu-

nuin temperatur asililiginin gostericisi, A-temperaturdan asili olmayan
sabitdir.

Yarimxkeciricilorde asqar keciriciliyini izah etmex tg¢lin muxtelif
modellor toklif olunmusdur. Onlardan en c¢ox yayilmisi si¢crayisli xeci-

ricilik mexanizmidir [3]. Bu halda kec¢iricilix ug¢un bels ifade alinmigdir:

o)~ {m{?ﬁ (5)

Bu ifads alinarken agqarlarin tesadiifi paylandigi ve sigrayislarin
sinqglet oldugu (sigrayis ancaq iki merkez arasinda olur) nezere alinmir.

Olcmolor zamam doeyisen cersyanin tezliyi <10"Hs olmusdur. Tedqiq

olunan kristallarda fononun tezliyi ise < 10 Hs -dir [4]
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Infl —= || vurugunu 10"Hs tezlix oblastina qeder giymetlon-
®

dirsek, (b) ifadesinden alinan G(O)) asililigr (1) tecriibi ifadesi ile yaxsi

uygun gelir. 9gar multiplet sigrayiglarin kegiriciliye teosirini nezere al-
saq, onda gorerik ki, temperatur artdigca multiplet si¢crayislar singlet
sicrayislara nisbeten ustunliik teskil edir. Yiksex temperaturlarda
boyiuk axtivlesme enerjisine malik seviyyelorden xegidlorin ehtimali ar-
tir, demoli xeciriciliyin tezlikden asililigi zeifloyir.

Belolikle, keciriciliyin tezlikden asililigi onunla izah olunur xi,

AI3 Bgn C;’I tip birlesmeloer rompensasiya olunmus yarimgkecgiricilordir.

p-tip kompensasiya olunmus yarimxkegiricilords (Na > ND) butun donor-

lar musbet yliklonmis ionlardir, akseptorlarin ise bir hissesi yurlenmis,
bir hissesi ise mneytraldir. Coreyan koc¢lrmesi desiklorin neytral akxsep-
torlardan yuxlu akseptorlara tunnel xec¢idi neticesinde bag verir. Tunnel
kec¢idi zamani desiklorin baslangic ve son hallarindaki enerjisi eyni olur,
ona gors bels Kegidlards enerji udulmur ve buraxilmir. Lakin birloesmeade
tesaduf olunan yuxklu asqarlar hesabina desiklorin baglangic ve son hal-
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larindax1 enerji hallar1 muxtelif ola biler ve neticede tunnel kecidi za-
mani enerji udular ve buraxilar.

Cu;lngSy monoxkristalinda kegiriciliyin tezlikden asililgini xarak-
terize edon (1) ifadesinin 6denilmesi gésterir ki, monokristal géyerdilen
zaman onlarda lokal hallar yaranir ve omnlar nisbeten xompensasiya
olunmusdur. Loxkal seviyyeler ise nezarst olunmayan asqarlar ve struk-
tur defextlor noticesinde yaranir.
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MEXAHHM3M ITPOBOJUMOCTH ITOJIVIIPOBOJHHNKOBOI'O
COEJHHEHMSA CuszInsSy

AT KA3BIM-3AJIE, JII'TACAHOBA, A.3.MATOMEJOB, A AMAMEJOB
PE3IOME

B nmanHoH pa60Te AJ51 BbISICHEHH ME€XaHH3Ma TP OBOAHMOCTH aHAJIM3HPYETCS Yac-
TOTHAaA 3aBHCHMOCTDb 3JIEKTPOIIPOBOAHOCTH MOHOKPHCTAJIIIOB CuslnsS, B HHTEpPBAJIE YaCTOT

7 .
40+3x10" I'1. IIpu 5ToM 6bLI HCMONB30BaH PE30HAHCHBIE METOf]. Y CTAaHOBJIEH, YTO MpH

HI3KHX TeMITepaTypax MPOBOJHMOCTb MOYTH JIHHEHHO 3aBHCHT OT 4aCTOThI, HO ¢ ITOBbIMIEHH-
€M TeMIIepaTypbl 3aBUCHMOCTb OCJIa0JIAETCA H B OTPEZIeIeHHOH YacTOTHOH 00JIaCTH CTPEMHT-
sl K ITOCTOSHHOMY 3HadeHHI0. Takas 3aBHCHMOCTb OOBCHAETCA TEM, YTO paccMaTpHBaeMoe
COEJIMHEHHE ABJIAETCS KOMIIEHCHPOBAHHbBIM I10JIyTIPOBOAHHKOM H IEPEHOC ToKa 00y CJIOBJIEH
TYHHEJIHP OBaHHEM HOCHTEJIEH ¢ HEHTpaJIbHBIX [IPHMeCEH Ha 3apsDKEHHbIE LIEHTPHI.

THE CONDUCTIVITY MECHANISM
IN SEMICONDUCTOR COMPOUND Cu; In; S,

A .H.KAZIMZADE, L.H.QASANOVA,
A.Z.MAQAMEDOV, A. A.MAMEEDOV

SUMMARY

In the given work for finding-out of the mechanism of conductivity
frequency dependence electroconductivity monocrystals Cus;In;S, in an interval
of frequencies 40¢3x10"Hs is analyzed. Thus the resonant method has been
used. It is established, that at low temperatures conductivity almost linearly
depends on frequency, but with rise in temperature dependence is weakened
and in the certain frequency area aspires to constant value. Such dependence
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speaks that considered connection is the compensated semiconductor and carry
of a current is caused by tunneling of carriers from neutral impurity on the
charged centers.
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